oo XI=

i £ fnd BB F

DEVELOPER MICROELECTRONICS

7
Tod

DP6801-SAA

1 SIEEF/ERSYRIBERP IC

FEBR = iR
* PMESRERIMNEH DP6801-SAA P BB KSR i B B FIREAR AR
v IFEEENERE:4.2V £0.025V; - 7 s .
v IRERAENIEEE:2.8V£0.05V; DP6801-SAA RIEG TN 1 TEEF/AERSYIR 7E
v SIREBRIRRL 3.0V005V; AT T, TR PR,
v EEERCNEEE:0.15V+0.01V;
v ZEEEIERIGNEEE:--0.15V+0.01V
v HAERIENASE:0.35-0.65V;
o EREFREHBNIH T RSN ES
o FIMIEIRATEIRFHNERERLIN (RFEIMNEE
=)
® BREUHERRIFIEE
o Bl 0V EithFrEEINEE
o WHHIKEINEE
o (LHFERER
IERTIERSE BEEYE 2.0uA &AfE 4.0pA
{RIOFEINSET  BBYE 0.5pA & KfE 2.0pA
AJI{’EIMJE;E. -40°C ~ +85°C
ﬂi‘ﬁm ij. ‘l:l:u\
o EETRFEEMAhE HE fid
o ERSYInFREREIA SOT23-6 o, fRiRE, 3000 fi/E
BAR iy F R TR ] e
R1
+——— VDD
AN Ccl—=——
et
VSS
0o co pa
—L_ A %_‘Rz
TFT__ THI | .
Lo L e
HRIR BENE S#cE =173
R1 100 100 ~ 330 Q
R2 1 1~2 kQ
1 0.1 0.1 ~1 WF
2023/5/10 www.depuw.com 1

DP6801-SAA REV1.2 CN

XHRNBEBEULNLE X248 FAEARTAIARBUEAR RS 4 £ 5



”P g I S e d DP680:| -SAA
II DEVELOPER MICROELECTRONICS 1 HE%@{%;P Ic

F=mijtiB

> EHESI

> EITheEEA

EMPFS | ERER ik

oD TREREE FET [PREZER.

VM RSN ER, 780,

ocC FeERfEH FET [TPRIEREH.

NC TRz,

VDD IEERRENERD.

AN AN SR,

1
2
3
4
5
6
> FEminic

SAA R MBS,

BN XEFRFHRE—L, H12019809;;
SAAXX om 2017 ERFE 0111,
e BZANXFRTE, B 26 ARAEFHERR, 526
ARNEFEERR

2023/5/10 www.depuw.com
DP6801-SAA REV1.2 CN

NHEARNEEBULNE X282 ENERAZLNMNALTEUEAERANE ® N EF!



Iy BEMBET

” DEVELOPER MICROELECTRONICS

> BHUEXHEE

DP6801-SAA
1 T5¢ErthRIP IC

B8 S SHCE =Ty
ERIREEE VDD VSS-0.3~VSS+8 Y
OC HtHERIEEE Voc VDD-15~VDD+0.3 Y
OD HtHEMEE Vop VSS-0.3~VDD+0.3 v
VM BANERIBE Vum VDD-15~VDD+0.3 v
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i) e Mzt | HE | RBX | B
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VDD-VSS T{EEBE Vpp-Vss -- 1.5 -- 6 \Y
HFEER
T/EeEm lop Vpp=3.7V, Vm=0V -- 2.0 40 uA
I EBRSFEERIR lop Vpp =2.0V -- 0.5 2.0 uA
B E
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H R E Ver -- 3.95 4.00 4.05 \Y
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RIS R e & Vbiov VDD=3.6V 135 150 165 mV
FEERIIERISNEE Veiov VDD=3.6V -165 -150 | -135 mV
AT EE Vshort VDD=3.6V 0.35 0.5 0.65 \Y
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FEBIL G NFEIRATIE] | Toiov VDD=3.6V 15 20 25 ms
FESRNFERRE | Taov VDD=3.6V 15 20 25 ms
REGFIERINFEIRAE | Temoks, VDD=3.6V 200 400 520 us
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A 1.050 1.100 1.150
Al 0.625 0.650 0.675
A2 0.010 0.050 0.090
C 0.047 0.127 0.207
2.900 2.950 3.000
0.325 0.350 0.375
E 2.720 2.800 2.880
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0.925 0.95 0.975
L 0.300 0.380 0.460
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L2 0.250BSC
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	锂离子可充电电池组
	锂聚合物可充电电池组
	管脚排列

	正常工作状态
	过充电状态
	过放电状态
	不连接充电器，当电池电压高于过放电释放电压（VDR）时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。
	连接充电器，若VM端子电压低于充电过流检测电压（VCIOV），当电池电压高于过放电检测电压（VDL）
	连接充电器，若VM端子电压高于充电过流检测电压（VCIOV），当电池电压高于过放电释放电压（VDR）
	放电过流状态和负载短路状态
	正常放电状态下的电池，VM端子电压随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到放电过电流检测电压
	正常放电状态下的电池，VM端子电压随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到负载短路检测电压 
	当保护电路触发放电过电流/负载短路状态后，将VM端子电压降低到VSS端子电压，可解除放电过电流状态或
	充电过电流状态
	正常充电状态下的电池，VM端子电压随着充电电流增大而减小，由VM管脚检测到电压减小到充电过电流检测电
	当保护电路保持在充电过电流状态时，断开与充电器的连接，则VM端子恢复到VSS端子电压，也可解除充电过
	0V电池充电

